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La presente invencidn se refiere a un conden—\
sador estratificado eléctrico regenerable, en el gque estén dispues

tas sobre un substrato al menos dos l&minas metflicas de po’9s l

opuestos y una l&mina dielé&ctrica de polimerizado incandescente,‘
en el que las lé&minas metdlicas y la l&mina dieléctrica estan coi
formadas de forma congruente y de paralelogramo y estan dispues-g
tas de forma lateralmente desplazada entre si y en el que sobre

dos lados, que yacen uno enfrente del otro, est&8 contactada®cada

una de las l&minas metdlicas a lo largo de tiras de contacfb'bon

*
una polaridad. et

Un condensador de este tipo ya se ha prophestd
en otro lugar. En aquel condensador yacen dos metalizados Jg po-
los opuestos, uno encima del otro, con lados coincidentes%- sepa-

L]

- ) s -m (3 * * »
rados unicamente pcr medio de una lémina dielé&ctrica. Por *gsse

LI I

motivo se generan chispazos en la zoua de los lados que sopgrtan
gracias a la regenerabilidad de los recubrimientos, pero que_:des<
truyen una tira relativamente ancha de los recubrimientos hasta |
i

gque se genera un aislamiento suficiente.

Ademds, las l&minas dieléctricas presentan ba
sicamente en la zona de sus bordes laterales un punto debil que
no puede evitarse con los procedimientos de fabricacién conocidos
hasta ahora para laminas de polimerizado incandescente.

Ya se conoce por la DE-Gbm 19 65 296 conformax
tales l&minas en forma de trapecio y disponerlas en forma despla
zada en la direccidn perpendicular a los lados paralelos entre
si del trapecio. Un condensador de este tipo condiciona basicamen
te una utilizacién superficial del substrato relativamente peque-
na puesto que, por un lado, en caso de una desviacibén pequeia

del trapecio de la forma rectangular es necesario un desplazamien

to contrapuesto relativamente grande de las l&minas individuales,
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con objéto de conseguir sobre los lados oblicuos del trapecio la
tira de aislamiento necesaria y que, por otro lado, en caso de

una desviacién grande de la forma rectangular, serd problem&tico

|
el contacto sobre los lados menores del trapecio paralelos entrei

si, que, en este caso, sera muy corto. Si se elige, por otro lado
muy pequena, la desviacibén de los lados paralelos entre si del

trapecio, para proporcionar un contactado suficiente, tendr§ ya

o.;o.

una importancia considerable la anchura de la tira de contacto

: » O
frente a la anchura capacitivamente activa; en este caso tamntblen
*

la utilizacién de la superficie del substrato es muy pequeia.

En caso de gque deban venderse tales contemsa-
dores individualmente, es decir en particular no integradoé:én un
circuito laminar, se tendra tendencia, por motivo de fabriéaéién,

.
. G,

a que dos lados dispuestos uno enfrente del otro del elemekhlo

>80

constructivo sean respectivamente paralelos entre si, con;ghjbto
de que pueda proyectarse sencillamente al dispositivo de Sggéra-
cién. Esto conduce en los condensadores segin el estado de la tég

nica a una disminucién adicional de la superficie utilizada del

substrato.

El objeto en el que se basa la presente inven-
cifn consiste en conseguir una utilizacién mayor de la superficie
del substrato para la zona capacitivamente activa de un condensa-
dor Ael tipo descrito al principio.

Este problema se resuelve segfin la invencién
mediante el desplazamiento paralelo de cada una de las l&minas
dieléctrica o metdlicas en forma de paralelogramo, con relacién
a la l&mina met&lica o bien dieléctrica inmediatamente contiqua

eri una direccifén que no sea paralela a ninguno de los lados de las

laminas.

Es ventajoso para el contactado de los revesti
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tes de la produccién de la lamina de polimerizado incandescente,
con el substrato o bien con la lamina superior, que se encuentra
sobre el substrato y en el que el diafragma se retira, tras el
revestimiento del substrato, en una direccifn gque no es paralela
a ninguno de los lados del orificio del diafragma, se desplaza
paralelamente al substrato y se pone en contacto de nuevo con el

substrato o bien con la l&mina que se encuentra en la parte supe-

rior.

LY
e e
L

El empleo de un solo diafragma posibiliéé’la
aplicacidén de laminas congruentes. Es necesario un levantam%ento
antes del desplazamiento del diafragma con objeto de que iégélé-
minas ya depositadas no sean estropeadas por el diafragma d?ran-
te el desplazamiento. En particular, en caso de una pluragggﬁd de
l&minas depositadas se presenta una elevacifn de la zona Q§§§°iti
vamente activa frente a sus alrededores. El diafragma se ?Qgiraré

es ve

por tanto una cierta magnitud con relacién al substrato, }a-eual

L XY

es mayor que el espesor total de las laminas ya depositadas.

Se conseguiran l&minas de igual tipo dispues-
tas una encima de la otra, por disposicidén del diafragma en tres
posiciones definidas en la sucesibén correspondiente, de entre las
cuales, cada una de las l&minas metilicas se asigna a una polari-
dad y la tercera se asigna a todas las l&minas dieléctricas. La
sucesidn,

segfin la cual se verificaran las posiciones individua-

les, se determinard de acuerdo con el orden de l&minas a deposi-

tar.

La invencibn se explicard con mas detalle por
medio de las dos figuras adjuntas. La invencibén no est§ limitada

al ejemplo representado en las figuras.

La figura 1 muestra un condensador secin la

A . - . L -
invencidn de forma esquemdtica.
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mientos a lo largo de las tiras de contacto, que estan dispuestas
|
una en el lado opuesto de la otra, el que la componente de despla
zamiento perpendicular a la tira de contacto sea mayor gue la com

ponente de desplazamiento paralela a la tira de contacto. f
Las l&minas dieléctricas y las l&minas metéli;
cas estan conformadas ventajosamente en forma rectangular. En ca-
so de tiras de contacto relativamente estrechas son particularmen
te adecuadas l8minas cuadradas. Para el caso de lé&minas reéﬁﬁhgu-
lares o bien para el caso especial de l&minas cuadradas, essyéntg
ioso que la componente de desplazamiento perpendicular a la?%ira
de contacto ascienda aproximadamente a 200 um y la componé&tbsde
desplazamiento paralela a la tira de contacto aproximadamenée a
100 aum. s e
_La componente de desplazamiento paralef@{é:la
tira de contacto tiene en cuenta el espesor residual de l{"iira

er Ba

periférica de polimero incamdescente. La componente de deé?THza-
miento perpendicular a la tira de contacto tiene en>cuenta ademéﬁ
del espesor residual la anchura necesaria para la implantacién
de elementos de conexidén o bien l8minas de contacto y la toleran-
cia de la separacidn entre ambos elementos de conexién ¢ bien 18-
minas de contacto. Por esto estd disponible cada una de las partes
sobresalientes de las l&minas metdlicas. En caso de gue su anchu-
ra no sea suficiente, *iene que conformarse la tira de contacto
mas ancha gue la necesaria para el espesor residual. |
Un condensador segfin la invencidén se fabrica

ventajosamente mediante un procedimiento en el que solamente se

emplea un diafragma con un orificio de diafragma en forma de para

lelogramo y se desplaza lateralmente con relacién a un substrato

B

a cubrir entre la prcduccién de dos l&minas consecutivas, ponien

3
dose en contacto ei: este procedimiento el diafrayma al menos an-
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La figura 2 muestra esquematicamente la sec-

cién transversal de la l&mina dieléctrica de la figqura 1.

Con un substrato 1 de un condensador estan co=

H
nectadas lé&minas de contacto 2 y 8 de forma compacta. Una primera
lamina metfilica 3 se ha dispuesto sobre el substrato y solapa una

|
l8mina de contacto 2. Sobre esta lamina metdlica 3 estd dispuesta

una lamina de polimerizacién incandescente 4. La l&mina de poli-

ovine

merizado incandescente 4 estd desplazada con relacidn a la prime-

ra lidmina metdlica 3 en una direccién que no es paralela a'iiﬁgu—

no de los lados de la ldmina metflica 3. Sobre ésta l&mina ‘d&¢ po-—

limerizado incandescente 4 estd dispuesta una segqunda lémi.na"ileté

[ 4
lica 5. Esta estd desplazada igualmente paralelamente en una’di-
reccifén con relacibn a la l&mina de polimerizado incandesecerte

4 que no es paralela a ninguno de los lados de la l&mina &e{ﬁbli—

LI )

merizado incandescente 4. El desplazamiento se efectua, ef gl ejem
plo mostrado, en la direccibn de una diagonal a través de{iééxlé

minas 3 a 5 conformadas como cuadrados. La l&mina de polimerizadq
incandescente 4, representada con rallado, presenta zonas perifé:
ricas 7, en las gue su espesor‘decrece ripidamente y, finalmente,
Sse aproxima a cero. Estas zonas periféricas se generan por ejemplo
cuando se deposita la l&8mina de polimerizado incandescente en los
orificios del diafragma. Las partes de la l8mina de polimerizado
incandescente 4, representadas con un rallado amplio, que yacen

por fuera de la zona 6 del condensador, capacitivamente activa,

representada con rallado apretado, corn mas anchas que las zonas

periféricas 7 de la l8mina de polimerizado incandescente 4. De

este modo se consique en la zona capacitivamente activa el espe-'

sor dieléctrico completo y con ello la estabilidad a la tensidn

completa.

La segunda l&dmina metilica 6 solapa la segunda
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l8mina de contacto 8 a lo largo de un borde, que forma una tira [

de contacto 9. La primera l&mina met&lica 3 forma una tira de coJ

tacto correspondiente 10 a la altura del solapado con la primerai
|
i
!
i

ldmina de contacto 2.

Las partes de los revestimiento no activas ca |
pacitivamente, generadas por el desplazamiento en diagonal de las

l8minas individuales son sensiblemente menores que las tiras no
svkye
activas capacitivamente a generar por un desplazamiento paralelo

a lo lados no contactantes de los revestimientos. Estos se’ﬁérma-

ran por los chispazos v las descargas de regeneracifén en 1l& PZbna

L4 [
periférica cuando se separan los condensadores. el

[

Cuando se separan los condensadores se &piica-

rd una tensibn entre los revestimientos, superior a la temsidn

nominal, adecuada para el fundido de los cortocircuitos. dé{g@te

modo se fundiran tiras rebarbadas, cuya anchura tiene que;ser- ma-

yor que las tiras perfectamente limitadas de una disposicién se-

gGn la invencién.

Ademéfs las tiras de contacto seran gravadas ba
sicamente de forma relativamente elevada por la separacién de 1la
tiras de contacto. Esta carga se reduce sensiblemente mediante la
invencién.

Las l&minas de polimerizado incandescente 4
son normalmente mucho mas gruesas que las l&minas met8licas 3 o
bien 5. Por tanto sobresale la zona recubierta por las l&minas de
polimerizado incandescente 4 de su entorno. En la zona capacitiva
mente activa existe un realce ulterior debido a la totalidad de
las l&minas metdlicas existentes en aguel lugar. Con objeto de po
der desplazar, no obstante, el diafragma durante la fabricacién

de los condensadores, sin que se estropeen las l&minas ya coloca-

das, se levantard el diafragma antes del desplazamiento en una
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magnitud tal que sea mayor que la suma de las l&iminas colocadas
menos el espesor de las l8minas metdlicas de una polaridad. Pues-i

to que las liminas metilicas de una polaridad solamente constitu-|

|
yen una pequena parte del espesor del paquete laminar, el diafrag!
ma se levantard, con objeto de simplificar, al menos en una magni
tud igual a la suma de los espesores de todas las l&minas coloca-|

das. Este valor puede determinarse facilmente mediante mediciones,

Descrita suficientemente la naturaleza E@f in=-

vento, asi como la manera de realizarlo en la pré&ctica, debd ma-

cerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas ;son

[ L[]

susceptibles de modificaciones de detalle en cuantoc no altgren su

principio fundamental. .

®.r
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REIVINDICACIONES

l.- Condensador estratificado eléctrico regeng

rable, en el que al menos se han dispuesto sobre un substrato dos

i

liminas metdlicas de polos opuestos y una l&mina dieléctrica de |
polimerizado incandescente, en el gque las l&minas metdlicas y la
ldmina dieléctrica estan conformadas como paralelogramos y con--
gruentemente y estan dispuestas de forma lateralmente desplazada
.
entre si y en el que sobre dos lados, dispuestos uno enfreﬂf@ del
otro, cada una de las laminas met&ilicas esti contactada a &gé»po-
laridad a lo largo de tiras de contacto, caracterizado porq@e ca-
da una de las laminas en forma de paralelogramo dielé'ctric:.a.:yf me-

télicas estd desplazada paralelamente con relacifn a la 15mina me)

tflica o dieléctrica inmediatamente contigua en una direcgdfpn que

-
v

no es paralela a ninguno de los lados de las l&minas. e
- e

2.~ Condensador estratificado segfin las*ffivin-

-~

dicacién 1, caracterizado porque la componente de desplaz%@i&nto
perpendicular a las tiras de contacto es mayor que la componente
de desplazamiento paralela a las tiras de contacto.

3.~ Condensador estratificado seg@in una de las

reivindicaciones 1 6 2, caracterizado porque la l&mina dieléctri-~

ca y las lé&minas metilicas estan conformadas como rectangulos.

4,~ Condensador estratificado segfin la reivin-
dicacidn 3, caracterizado porque la l&mina dieléctrica y las 18mi

nas metdlicas estan conformadas como cuadrados.

5.- Condensador estratificadc seglin una de las

reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque las componente de dep

plazamiento perpendicular a las tiras de contacto asciende aproxi

_.1

madamente a 200 am y la componente de desplazamiento paralela a

las tiras de contacto a aproximadamente 100 am.

6.~ Condensador estratificado eléctrico regene!



rable, tal y como queda sustancialmente descrito en la presente |

memoria e ilustrado en los dibujos adjuntos.
Esta memoria consta de 9 hojas escritas a mé-l

guina por una sola cara.
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